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 สมบัติของความนำไฟฟ้าท่ีไวต่อแสงของโครงสร้างเฮทเทอโรนั้นมีความน่าสนใจเป�นอย่างมาก 

และสามารถนำมาประยุกต ์ใช ้ในระบบเซ็นเซอร์แสงและอุปกรณ์อ ิเล ็กทรอนิกส์แบบโฟโต

อิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยสารเพอรอสไกต์ที่มีโครงสร้างแบบเฮทเทอโร เช่น ฟ�ล์มบางบิสมัทเฟอร์ไรต์บน

สตรอนเทียมไททาเนตถูกศึกษาการนำไฟฟ้าบริเวณรอยต่อท่ีเกิดจากกลุ่มอิเล็กตรอนแก๊สสองมิติ โดย

มีการคำนวณตามทฤษฎีได้ระบุไว้ว่ามีกลุ่มอิเล็กตรอนแก๊สสองมิติบริเวณรอยต่อนี้ ในงานวิจัยนี้ได้

นำเสนอการควบคุมค่าการนำไฟฟ้าของฟ�ล์มบางบิสมัทเฟอร์ไรต์บนสตรอนเทียมไททาเนต โดยการให้

สนามไฟฟ้าจากภายนอกร่วมกับการฉายแสงในย่านอัลตราไวโอเลต โดยฟ�ล์มบางบิสมัทเฟอร์ไรต์ถูก

เคลือบด้วยระบบอาร์เอฟแมกนีตรอนสป�ตเตอริงทั้งหมดมีเงื่อนไข 3 เงื่อนไข ได้แก่ การปลูกฟ�ล์มท่ี

อุณหภูมิห้อง (RT) จากนั้นเผาในบรรยากาศที่อุณหภูมิ 600 ◦C เป�นเวลา 2 ชั่วโมง (CAL) และการ

ปลูกฟ�ล์มที่อุณหภูมิสูงท่ี 600 ◦C (HT) และโครงสร้างแบบเฮทเทอโรที่ได้ศึกษานั้นมี 3 รูปแบบ คือ 

Au/STO, Au/mBFO/STO (m ย่อมาจาก masked) และ Au/BFO/STO ในการทดลองนี้ฟ�ล์มบาง

บิสมัทเฟอร์ไรต์ท่ีปลูกในเงื ่อนไข RT จะเป�นตัวอย่างหลักในการศึกษาค่าความนำไฟฟ้า และการ

ควบคุมค่าการนำไฟฟ้าด้วยการให้สนามไฟฟ้าจากภายนอก ในขณะที่เงื่อนไข CAL และ HT นำมา

เปรียบเทียบกับเงื่อนไข RT ของโครงสร้างเฮเทอโรแบบ Au/BFO/STO เพียงเท่านั้น การศึกษาความ

นำไฟฟ้าจะมีทั้งแบบฉายแสงในย่านอัลตราไวโอเลตและไม่มีการฉายแสง จากผลการศึกษาพบว่าค่า

การนำไฟฟ้าของตัวอย่างเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและทำให้เกิดตำแหน่งว่างของออกซิเจนจนเกิดการ

เหนี่ยวนำกลุ่มอิเล็กตรอนแก๊สสองมิติบนรอยต่อได้ ซึ่งค่าการนำไฟฟ้าของโครงสร้างเฮเทอโรแบบ 

Au/mBFO/STO เพิ ่มขึ ้นแบบไม่เป�นเช ิงเส ้น และค่าการนำไฟฟ้านี้มากกว่าผลของฟ�ล ์มบาง

บิสมัทเฟอร์ไรต์และสตรอนเทียมไททาเนตรวมกัน ซึ่งมีค่าความนำไฟฟ้าอยู่ที่ ~76.46 นาโนซีเมนส์ 

ในขณะท่ีฟ�ล์มบางบิสมัทเฟอร์ไรต์และสตรอนเทียมไททาเนตมีค่าประมาณ ~0.23 และ ~3.67 นาโน

ซีเมนส์ตามลำดับ นอกจากนี้ค่าความนำไฟฟ้ายังสามารถควบคุมให้มีค่าเพ่ิมข้ึนหรือลดลงได้โดยการให้

สนามไฟฟ้าจากภายนอกเพ่ือสลับทิศทางของโพลาไรเซชันของฟ�ล์มบางบิสมัทเฟอร์ไรต์ ซ่ึงค่าความนำ

ไฟฟ้าของของโครงสร้างเฮเทอโรแบบ Au/mBFO/STO จะมีเพิ่มขึ้น ∆σ =58.91 นาโนซีเมนส์และ
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Photoconductivity of a heterostructure is very interesting and can be applied 

in photo-sensing systems and photo-electric electronic devices. The perovskite 

heterostructures of BiFeO3 (BFO) on SrTiO3 (STO) have been studied for the photo-

induced conductance of two-dimensional electron gas (2DEG), where the theoretical 

calculation indicates that a 2DEG exists at the interfaces. In this thesis, we present how 

to control the conductance of BFO thin films as a function of an external electric field 

and UV light irradiation. We prepared BFO thin films on STO (100) using an RF 

magnetron sputtering system with 3 different conditions as follows: at room 

temperature (RT), then calcination at 600 ◦C for 2 hours (CAL), in air, and at high 

temperature 600 ◦C (HT). There are 3 configurations of the heterostructure as follows: 

Au/STO, Au/mBFO/STO (m stands for masked), and Au/BFO/STO. In the experiment, 

the BFO thin films with RT conditions were the main sample to study the conductance 

of the heterostructure in 3 configurations and the effect of biasing high voltage. While 

the CAL and HT conditions were compared to the conductance with the RT condition, 

only the Au/BFO/STO configuration was tested. The conductance was studied with and 

without UV irradiation. It was found that when the UV light was turned on, the 

conductance of all samples increased abruptly due to the formation of oxygen-

vacancy-induced 2DEG states with slow-charging. The conductance has non-linearly 

increased, with the Au/mBFO/STO configuration having greater conductance than the 

total of each individual BFO film and STO crystal. Under UV exposure, the conductance 

was ~76.46 nS, while the BFO film and STO crystal were ~0.23 nS and ~3.67, 

respectively. Moreover, the conductance can be controlled to increase or decrease by 

using an electric field to switch the ferroelectric polarization of BFO thin films. The 

conductances of the Au/mBFO/STO configuration were increased by ∆σ =58.91 nS and 
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